Ciéncias Exatas e da Terra

PODER DE FREAMENTO ELETRONICO DE IONS LEVES CANALIZADOS EM CRISTAIS DE SI.
18 l Agenor Hentz da Silva Janior, Pedro Luis Grande (Instituto de Fisica, UFRGS).
Com o rapido crescimento das aplicagdes com ions acelerados em modificagdo e analise de materiais, a necessidade

por valores de poder de freamento experimentais de todos os tipos de espécies atdmicas tem crescido igualmente.
Um conhecimento acurado dos poderes de freamento em dire¢cdes randémicas e canalizadas é importante tanto para fisica basica
quanto aplicagfes praticas. Para tanto, tais estudos podem testar potenciais interatdmicos e/ou modelos de excitagdo eletrdnica
usados em perfis de profundidade e modelos de arranjo atdbmico. Do ponto de vista pratico, esses dados podem ser usados como
entrada em cddigos de Monte-Carlo, os quais calculam a distribuicdo em profundidade e dano produzido por interagGes idnicas
em direcOes randdmicas e canalizadas. Neste trabalho foram realizadas medidas de perda de energia planar de ions de He em Si,
bem como célculos de distribui¢do de ions ao longo da dire¢do planar. Muitos dos experimentos de canalizagdo tem usado silicio
como substrato por causa, entre outras razdes, de suas aplicagdes tecnolégicas. Nestes experimentos a perda de energia dos ions
canalizados é determinada medindo-se a energia final dos ions transmitidos através de cristais, porém este método depende
fortemente da preparagdo de cristais finos homogéneos de Si. Para contornar este problema usamos alvos de SIMOX, junto com a
técnica padrdo "Rutherford Backscattering/Channeling” (RBS/Ch). Adicionalmente foi feito um algoritmo de simulagdo,
utilizando o método de Monte-Carlo e colisdes binarias para a determinacdo do fluxo de ions no cristal a fim de se determinar a
perda de energia tedrica. Foi observado um bom acerto entre os valores tedricos e experimentais.
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